
超高真空技術による室温接合と磁性薄膜開発

1. 新しい室温接合技術（原子拡散接合法，Atomic Diffusion Bonding)

2. 超高密度磁気記録用磁性薄膜の形成と物性

【ADBの利点】
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島津研究室

◆鏡面研磨したあらゆる材質が接合できる

◆Wを含む全金属を用いて接合できる

◆ 0.2 nmの金属膜厚でも接合できる

【ADBの応用例】

高性能SAWフィルター 高輝度光学部品 高出力深紫外LED 同種・異種半導体の接合

超電導デバイス用Nb接合 金属/セラミクス精密部品 天文用長波長回折格子 高放熱YAGレーザ

L10-FePt-(Ru, Rh) 規則合金材料の開発
（低キュリー温度Tc と高磁気異方性Kuの両立）

マイクロ波アシスト・スイッチング機構の解明
（CoCrPt-TiO2 グラニュラ記録媒体）


